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窒化ガリウム（GaN）系半導体レーザの高出力化
の現状と今後の展開
河西　秀典
研究開発本部　基盤技術研究所

窒化ガリウム（GaN）系青紫色半導体レーザは，Blu-ray Disc用として急速に普及が進んできましたが，多層記
録への対応，書き込みの高速化のためにはより高い光出力が必要となります。ここでは，光を放出する結晶表
面（光出射端面）への独自保護膜形成により，主たる劣化モードである端面破壊を防止し，パルス500mWに
おいても高い信頼性を有する高出力青紫色半導体レーザについて解説します。また，青紫以外の他の波長域，
特にプロジェクタ等の光ディスク用以外のアプリケーションへの利用が検討されている純青色半導体レーザか
ら緑色レーザを目指した長波長領域への展開について解説します。

1 はじめに 2 高出力化における課題

図1

図1　青紫色半導体レーザの断面模式図
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3
 新しい端面コーティング技
術による高出力青紫色半導
体レーザ

図2

図3

図2　試作した青紫色半導体レーザの注入電流 - 光出力特性

図3　光出射端面の断面TEM像
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図4

図５

4 GaN系半導体レーザの他の波長域への展開

図5　試作した青紫色半導体レーザのパルス500mWにおける信頼性試験結果

図4　試作した青紫色半導体レーザのパルス430mWにおける信頼性試験結果
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図６

図7

図8

図6　試作した青色半導体レーザの電流 - 光出力特性

図7　試作した青色半導体レーザのCW 60mWにおける信頼性試験結果

図8　試作した青色半導体レーザのパルス120mWにおける信頼性試験結果
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5 おわりに

図9　463nm発振時の結晶成長終了の結晶
表面状態

図11　m面基板を用いて試作した半導体
レーザのパルス発振スペクトル

図10　今回の結晶成長終了の結晶表面状態 
（491nmでの発振を実現）


